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Kurzcharakteristik 


Dynamischer Schreib-/Lesespeicher 

mit wahlfreiem Zugriff 

Speicherorganisation: 1.048.576 x 1 Bit 

Hohe Arbeitsgeschwindigkeit, 

geringe Verlustleistung 

TTL- und CMOS-Kompatibilität der Ein- und 

Ausgänge 

T ristate-Ausgangsstufen 
Betriebsspannung: 5V ± 10% 

512 Refreshzyklen; Refreshzeit 8 ms 
Betriebs- und Refresharten: 

READ CYCLE 

EARLY WRITE CYCLE 

READ-WRITE CYCLE 

FAST PAGE MODE (READ und WRITE) 

FAST PAGE READ-WRITE 
RAS ONLY REFRESH 
CAS BEFORE RAS REFRESH 
HIDDEN REFRESH (READ und WRITE) 

CAS BEFORE RAS COUNTER TEST 
Gehäuse: 18polig DIP (Bauform AI HA nach 
TGL 26713/02), Gehäuse in 
Aufsetztechnik (SOJ) in Vorbereitung 
Kompatibel zu internationalen 
Vergleichstypen, z. B. 

TC 511000 (Toshiba) 

HYB 511000 (Siemens) 


Königsheidemg 
0 1197 Be*nn 











Kurzprospekt Ausgabe 02/89 
(vorl. techn. Daten) 
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VEB Forschungszentrum 
Mikroelektronik Dresden 

Betrieb des Kombinates 
VEB Carl Zeiss JENA 

Carl-Zeiss-Straße 1 
Jena 

DDR-6900 
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